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Test iz Projektovanja (Digitalnih) Integrisanih Kola

1. Odrediti cenu jednog peleta (dela, die) &ije su dimenzije 5X5 mm?, za proces u kome cena proizvodnje
1mm? podloge (wafer), pre¢nika 8in, kosta 1000€ . Parametri procesa su Nper=1 defekt/cm? i a=3.

Poznato je Cp = Cp/(NpPp), Np = nd/\/Z_SD, Pp = (1 + NpgpSp/a)~%, gde je Sp povrsina peleta i d
pre¢nik podloge.

Co=__ 34227 €.

d= 8in~ 200mm, Sp= 25mm?, Pp= 0.786, Sp=(d/2)?n = 314.16cm?, N'p= 89, Np= Sp/Sp — N'p= 1167 0.5
C'p= 1000€/mm?, Cp= SpC'p= 3.14x10" €. Cp= Cp/(Pp-Np)~ 34227€. 0.5

2. Sta je polikristalni silicijum i koji deo MOS-FET tranzistora se izraduje od ovog materijala?

Polikristalni silicjumu, ili polisilicijum, je silicjum u polikristalnoj formi i koristi se za izradu gejta MOS-
FET tranzistora. 0.5 + 0.5

3. Usled ¢ega nastaje zasi¢enje brzine kretanja nosilaca naelektrisanja u sub-mirkonskim procesima?

Usled jakog elektri¢nog polja (red 1V/pm). 1

4. Skicirati zavisnost promene kapacitivnosti kanala od napona gejt-sors i napna drejn-sors. Koja
kapacitivnost je dominantna u zasi¢enju?
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5. Sta je DIBL?
Efekat smanjenja napona praga usled povecanja napona drejn-osnova. 1

6. Odrediti poduznu kapacitivnost za metalnu traku visine 1um i $irine 0.8um, poloZzenu na SiO2 FOX
debljine 2um. Poznato je C'fringe = 2meg; /In(ty;/H),w = W — H/2, gde je W §irina, a H visina, trake.

C'wire=___318.05___ [aF/uml].

W= 0.3um, t= 2um, g—esiozeo= 34.52pF/M, Clplate= £aiW/tai = 5.177pF/m, 0.5
C'fringe= 312.87pF/m 0.3

C'wire= 318.05aF/um 0.2



7. Primenom Elmorove formule proceniti kasnjenje signala za R, R C
kolo sa Sl.1 od ¢vora A do, C C
MR
Ry B

a) ¢vora B,
tpas =0.69] RiC1 + (R1 + Rz)(C2 + Ca+ Cs) + (Ri+ R +Rg)Cg] ALK R
05 $C1 $C2 LC_“)
b) i ¢vora C, SI. 1

tpac = 0.69[ R1C1 + (R1 + R2)(C2 + C3) + (R1 + R2 + R4)C4
+ (R1+ Rz + R4+ Rs)Cs]
0.5

8. Sta je VTC CMOS invertora i koji je graniéni uslov za pojadanje CMOS invertora na osnovu koga se
odreduju margine Suma?

VTC je naponsko-naponska prenosna karakteristika (Vou= f(Vin)). g =—1.0.5+0.5

9. Odrediti relativne dimenzije gejtova S i y sa Sl. 2 tako da
kasnjenje duz kriticne putanje od ¢vora A do ¢vora B bude
minimalno. Poznato je a=5 i C.=70CsL, gde je CsL standardno
opterecenje. Relativni odnos dimenzija jedini¢nog invertora je 2/1.

f=__ 786 .
y=_ 1484 .

8= 8= 8= $
G = (4/3)-(5/3)-(4/3)=80/27, B = 1-3-2= 6, F = CL/aCs.=70/5, b= b= ol 5 b=
3x0.05 + 3x0.05 + 0.15 '

—- - - - — h = 141/3<

H - F'G'B - 248.89, h(l - hﬁ— hy— h - H ~ 6.29. 015 g - 4/3 g - 5/3 g - 4/3
h,=g,f,=(4/3)-(70/y) = y~ 14.84 0.2 b=1 b=3 b=2

he=gsfs=(5/3)-(2y/B) = p~ 7.86 0.2
10. Nacrtati elektricnu Semu na tranzistorskom nivou kojom se implementira logicka funkcija:
Y=A-B+C.

Dimenzionisati tranzistore po kriterijumu toLH =~ toHL. Relativni odnos dimenzija jedini¢nog invertora je
3/1. Pod pretpostavkom da su svi ulazi statisticki nezavisni, odrediti tranzijentnu aktivnost ao—1.

oo—1=__ 234 [%].
VDD VDD
T ABC Y
Ad| 6 B# 6 000 1
001 0
cdl 6 010 1
—3 Y 011 0
Al c{ | 100 1
101 0
— 110 0
Bl 2 111 0
< M=3, No=5, ao_1=No(2™ — Ng)/22 = 0.234 0.5 + 6x0.05 + 0.2

2 Predmetni nastavnik



